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©  Von  der  Umgebung  abgedichtete  Schaltkammer  für  elektrische  Kontakte. 

©  Die  erfindung  betrifft  eine  von  der  Umgebung  abgedich- 
tete  Schaltkammer,  in  der  elektrische  Kontakte  und  wenig- 
stens  ein  poröser  Getter  untergebracht  sind,  wobei  als 
Getterstoff  eine  Substanz  verwendet  ist,  die  bezüglich  Stof- 
fen,  die  auf  den  Kontakten  Fremschichten  bilden,  adsorptiv  _ wirkt.  Die  Verwendung  von  Gettern  in  dicht  abgeschlossenen  «a  \J  ^TT. 
Kontaktkammern  von  Relais  und  Schaltern  dient  dem  Zweck,  2^.  H?03 
fremdschichtbildende  Moleküle  wie  z.B.  organische  Verbin-  j,  |j  R? 
düngen  von  den  Kontakten  fernzuhalten  und  langzeitig  und  fj  $  
selektiv  an  sich  zu  binden.  Dazu  sind  die  Poren  des  Getter-  4—*  U  $  
Stoffes  überwiegend  größer  als  3  nm  und  kleiner  als  100  nm  Hjg; 
gewählt,  wobei  der  Mittelwert  der  Porendurchmesser  im  C v ^  
Bereich  von  etwa  7  -  20  nm  liegt.  I  I  J 

CL 
LU 
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D i e   erfindung  betrifft  eine  von  der  Umgebung  abgedich- 
tete  Schaltkammer,  in  der  elektrische  Kontakte  und  wenig- 
stens  ein  poröser  Getter  untergebracht  sind,  wobei  als 
Getterstoff  eine  Substanz  verwendet  ist,  die  bezüglich  Stof- 
fen,  die  auf  den  Kontakten  Fremschichten  bilden,  adsorptiv 
wirkt.  Die  Verwendung  von  Gettern  in  dicht  abgeschlossenen 
Kontaktkammern  von  Relais  und  Schaltern  dient  dem  Zweck, 
fremdschichtbildende  Moleküle  wie  z.B.  organische  Verbin- 
dungen  von  den  Kontakten  fernzuhalten  und  langzeitig  und 
selektiv  an  sich  zu  binden.  Dazu  sind  die  Poren  des  Getter- 
stoffes  überwiegend  größer  als  3  nm  und  kleiner  als  100  nm 
gewählt,  wobei  der  Mittelwert  der  Porendurchmesser  im 
Bereich  von  etwa  7 - 20  nm  liegt. 



Die  Er f indung   b e t r i f f t   eine  von  der  Umgebung  a b g e d i c h t e t e   Scha l tkammer  

in  der  e l e k t r i s c h e   Kontake  und  wen igs t ens   ein  poröser   Ge t te r   u n t e r -  

g e b r a c h t   s ind,   wobei  a l s . G e t t e r s t o f   eine  Substanz  verwendet   i s t ,   d i e -  

b e z ü g l i c h   S to f f en ,   d ie   auf  den  Kontakten   F remsch ich ten   b i l d e n ,  

a d s o r p t i v   w i r k t .  

Die  Verwendung  von  Ge t t e rn   in  d i c h t   abgesch lo s senen   Kontaktkammern 

so l l   den  Zweck  e r f ü l l e n ,   f r e m d s c h i c h t b i l d e n d e   Moleküle,  wie  o r g a n i -  

sche  Verbindungen,   durch  Adsorp t ion   l a n g f r i s t i g   von  den  K o n t a k t e n  

f e r n z u h a l t e n   und  an  s ich  z u  b i n d e n .   Trotz   d i e se r   E i n s i c h t ,   daß  a l s o  

s e l e k t i v   g e g e t t e r t   werden  muß,  konnte  das  g e s t e c k t e   Ziel   n i ch t   e r -  

r e i c h t   werden,  weil  n i c h t   e rkann t   wurde,  daß  eine  g e n e r e l l   hohe  G e t t e r -  

wirkung  für  e l e k t r i s c h e   S c h a l t e l e m e n t e   sogar  s c h ä d l i c h   sein  k a n n .  

Dies  i s t   z.  B.  der  F a l l ,   wenn  herkömmliche,   aus  der  Vakuumtechnik  b e -  

kannte  G e t t e r s t o f f e   e i n g e s e t z t   werden.  Die  Poren  so l che r   Ge t te r   haben  

nämlich  im  Mi t t e l   l e d i g l i c h   Durchmesser  von  2  bis  4  nm  und  können  d a -  



her  überwiegend   nur  e n t s p r e c h e n d   k l e i n e   Moleküle ,   wie  z.  B.  die  von 

S c h u t z g a s e n   der  Kontaktkammer,   a d s o r b i e r e n .   In  der  Z e i t s c h r i f t   "S i emens  

Components"  19  (1981) ,   Heft   5,  S.  158  f i n d e t   s ich   sogar  ein  H i n w e i s ,  

daß  bei   f e r t i g u n g s b e d i n g t e r   V a r i a t i o n   der  Porengröße   in  weiten  Grenzen  

die  i n n e r e   O b e r f l ä c h e   e ines   A k t i v k o h l e g e t t e r s   bis   zu  2000  m2/g  b e t r a g e n  

kann,  was  einen  Rückschluß  auf  extrem  k l e i n e   Poren,   sogenannte   M i k r o -  

poren ,   von  weniger   a ls   2  nm Durchmesser   z u l ä ß t .   Verwendet  man  e i n e n  

so l chen   G e t t e r ,   so  ha t   d ies   zur  Fo lge ,   daß  e i n  U n t e r d r u c k   e n t s t e h e n  

kann,  der  die  S p a n n u n g s f e s t i g k e i t   der  Kontak te   e r h e b l i c h   r e d u z i e r t .   I s t  

a n d e r e r s e i t s   die  Leck ra t e   der  Kontaktkammer  größer   als  10-5  cm3 ·  b a r / s ,  

so  kann  e s .  s e i n ,   daß  der  G e t t e r   durch  von  außen  e i n d r i n g e n d e   Gase  g e -  

s ä t t i g t   i s t   bevor  der  S c h a l t e r   oder  d a s  R e l a i s   zum  E insa t z   kommt.  E i n e  

G e t t e r u n g   f r e m d s c h i c h t b i l d e n d e r   Moleküle   f i n d e t   dabei   nur  in  u n b e d e u t e n -  

dem  Umfang  s t a t t .  

So  wurde  e b e n f a l l s   aus  der   Z e i t s c h r i f t   "Siemens  Components"  19  ( 1 9 8 1 ) ,  

Heft  5  bekann t ,   daß  die  r e l a t i v e   Gewichtszunahme  e ines   mit  S t y r o l d a m p f  

b e l a d e n e n ,   durch  e ine   s p e z i e l l e   T e c h n o l o g i e   h e r g e s t e l l t e n   A k t i v k o h l e -  

g e t t e r s ,  d e s s e n   Porengrößen   in  we i t en   Grenzen  v a r i i e r t   waren,  b e r e i t s  

nach  2  1 /2   Stunden  ca.  50  %  b e t r u g   und  s ich   dabei   eine  Sä t t i gung   d e s  

G e t t e r s   e r g a b .   Da  f e r n e r   angegeben  wurde,  daß  d i e s e r   Get te r   ein  Ad- 

s o r p t i o n s v e r m ö g e n  v o n   ΔV  = 2  cm3  ha t   u n d ' e i n   Kontaktraum  von  V1  =  

0,12  cm3  zur  Verfügung  s t and ,   so  e r g i b t   s i ch   nach  E inbr ingen   e i n e s  

so lchen   G e t t e r s   e in   f i k t i v e s   Innenvolumen  von  V2  =  V1  + ΔV  = 2,12  cm3. 

E r f o l g t   un t e r   so lchen   Gegebenhe i t en   e ine  d i c h t e   Verkapselung  d e r  

Kon tak tkammer  be i   einem  Druck  von  P1  =  1  bar  =  105  N/m2,  so  s i n k t  

bei   thermischem  G l e i c h g e w i c h t   der  Druck  in  dem  Kontaktraum  etwa  a u f  

den  Wer t  

was  eine  Minderung  der  S p a n n u n g s f e s t i g k e i t   um  mehr  als  60  %  zur  F o l g e  

h a t .  



Um  sowohl  e ine  Q u a l i t ä t s m i n d e r u n g   durch  Druckabsenkung  a l s   auch  eine  zu  

frühe  S ä t t i g u n g   des  G e t t e r s   zu  ve rme iden ,   wurde  in  der  DE-PS  24 62  277  v o r -  
g e s c h l a g e n ,   e inen   r e l a t i v   g r o ß p o r i g e n   BaOFe-Magneten  zu  einem  G e t t e r  

zu  a k t i v i e r e n   und  e v e n t u e l l   noch  einen  Z u s a t z g e t t e r   zu  verwenden.  D i e s  

: e rwies   s i ch   l a n g f r i s t i g   a l s   r e c h t   b r a u c h b a r .   A l l e in   mit  dem  a k t i v i e r t e n  

Magneten  wurde  e ine  Reduz ie rung   des  F r e m d s c h i c h t w i d e r s t a n d e s   an  den 

Kontakten   um  ca.  10  mOhm  und  damit  e ine  etwa  100fach  höhere  K o n t a k t -  

s i c h e r h e i t   e r r e i c h t ;   aber  ein  Rest   von  F remdsch ich t en   i n  d e r   G r ö ß e n o r d -  

nung  um  d u r c h s c h n i t t l i c h   10  mOhm  b l i e b   e r h a l t e n .   Das  Hinzufügen  e i n e s  

Z u s a t z g e t t e r s   mit  w e s e n t l i c h   k l e i n e r e n   Poren  b r a c h t e   w e i t e r e   E r f o l g e .  

Das  wiederum  hat   den  N a c h t e i l   e r h ö h t e r   H e r s t e l l k o s t e n   und/oder   e i n e  

Beschränkung   auf  g e p o l t e   S c h a l t e r   bzw.  R e l a i s .  

Es  wurden  auch  schon  in  der  DE-PS  1  243  271,  der  DE-AS  2 646  680  und 

der  DE-OS  29  31  596  Vor sch l äge   u n t e r b r e i t e t ,   die  Kontaktkammer  bzw. 

einen  a l s   Kontaktkammer  a u s g e b i l d e t e n   S p u l e n k ö r p e r - g a n z   oder  a n t e i l i g  
aus.  einem  G e t t e r s t o f f   zu  f e r t i g e n .   Im  e inen  Fa l l   s o l l t e n   damit  von  E n t -  

ladungen  im  Kontakt raum  h e r r ü h r e n d e   Ionen  gebunden  werden  und  i m  a n d e r e n  

F a l l   e ine   noch  höhere  G e t t e r w i r k u n g   als   mit  bekann ten   G e t t e r s t o f f e n   w i e  

A k t i v k o h l e   e r z i e l t   werden.  Damit  wird  aber  der  vo re rwähn te   N a c h t e i l   e i -  

ner  U n t e r d r u c k b i l d u n g   noch  e r h ö h t ,   zumal  h i e r b e i   l e d i g l i c h   die  G e t t e r -  

w i r k u n g , n i c h t   aber  das  A d s o r p t i o n s v e r m ö g e n   gegenüber   f r e m d s c h i c h t b i l d e n -  

den  Molekülen  b e a c h t e t   wurde.  Vie lmehr   müßte  man  sogar   die  g e t t e r n d e  

O b e r f l ä c h e   bzw.  die  G e t t e r w i r k u n g   auf  ein  bes t immtes   Maß  b e g r e n z e n ,  

damit  kein  w e s e n t l i c h e r   U n t e r d r u c k   e n t s t e h t .   Anders  wäre  dies  b e i  

Vakuum-  bzw.  Hochvakuum-Kontaktkammern  in  denen  Drücke  un te r   1 0   mbar  

h e r r s c h e n .  

Der  E r f indung   l i e g t   nun  die  Aufgabe  zugrunde,   für  eine  a b g e d i c h t e t e  

Schal tkammer  einen  Ge t t e r   vo rzusehen ,   der  l a n g z e i t i g   und  s e l e k t i v   ü b e r -  

wiegend  Moleküle  b i n d e t ,   die  zur  F r e m d s c h i c h t b i l d u n g   an  den  K o n t a k t e n  

n e i g e n , u n d   der  p rob lemlos   bei   Re la i s   und  S c h a l t e r n   e i n s e t z b a r   i s t .  

Er f indungsgemäß  wird  d iese   Aufgabe  dadurch  g e l ö s t ,   daß  die  Poren  d e s  

in  der  Schal tkammer  b e f i n d l i c h e n   G e t t e r s t o f f e s   überwiegend  größer  a l s  

3  nm  und  k l e i n e r   a ls   100  nm  s ind  und  daß  der  M i t t e l w e r t   d e r  P o r e n d u r c h -  

messer  im  Bere ich   von  etwa  7  -   20  nm  l i e g t .  



K e r n s t r u k t u r e n   d u r c h z u h e i z e n o  

I n   u n s e r e r   E r f i n d u n g   w i r d   a l s o   d i e   A u f g a b e   g e s t e l l t ,   d i e  

U n z u l ä n g l i c h k e i t e n   d e r   b e k a n n t e n   L ö s u n g e n   zu   e l i m i n i e r e n  

und   e i n e n   e l e k t r i s c h e n   W ä r m e s p e i c h e r o f e n   zu  s c h a f f e n ,   d e r  

a l s   g e s c h l o s s e n e s   S y s t e m   a u s g e b i l d e t   i s t   und   d e r   e i n e   w e -  

s e n t l i c h   g r ö s s e r e   W ä r m e k a p a z i t ä t   h a t ,   w i r t s c h a f t l i c h e r  

b e t r i e b e n   w e r d e n   k a n n   und  e i n   a n g e n e h m e r e s   W ä r m e g e f ü h l  

v e r l e i h t .  

D i e   E r f i n d u n g   b e r u h t   s i c h   a u f   d e r   E r k e n n t n i s ,   d a s s   d i e  

g e s t e l l t e   z u s a m m e n g e s e t z t e   A u f g a b e   d u r c h   A u f h e i z e n   d e r   K e r n -  

s t r u k t u r   i n   d e n   T e m p e r a t u r b e r e i c h   d e r   o p t i m a l e n   W ä r m e s p e i c h e r  

f ä h i g k e i t   und   d u r c h   V e r m e i d e n   d e r   d i r e k t e n   B e r ü h r u n g   z w i s c h e n  

d e r  d u r c h s t r ö m e n d e n   L u f t  u n d   d e r   L u f t   und   d e r   K e r n s t r u k t u r   e i n f a c h   u n d  

b e f r i e d i g e n d   g e l ö s t   w e r d e n   k a n n .   A u c h   d a s   H e i z e l e m e n t   d e s  

W ä r m e s p e i c h e r o f e n s   s o l l   d e m e n t s p r e c h e n d   a u s g e b i l d e t   w e r d e n .  

D ie   W e i t e r e n t w i c k l u n g  ,   d . h .   d i e   E r f i n d u n g   s e l b s t   l i e g t   n u n  

d a r i n ,   d a s s   d i e   m i t   i h r e r   A u s s p a r u n g  z u e i n a n d e r   g e w a n d t e n  

Z i e g e l   m i t   i h r e r   k l e i n s t e n   S e i t e n f l ä c h e   n e b e n e i n a n d e r   u n d  

s c h m ä l e r e n ,   j e d o c h   l ä n g e r e n   S e i t e n f l ä c h e   a u f e i n a n d e r   a n -  

g e o r d n e t   s i n d ,   d i e   so  a u s g e b i l d e t e   K e r n s t r u k t u r   a u s s e n -  

f l ä c h i g   m i t   e i n e r   I s o l i e r s c h i c h t   d i c h t   u m g e s c h l o s s e n   i s t ,  

w o b e i   z w i s c h e n   d e r   I s o l i e r s c h i c h t   und  d e r   A u s s e n b e k l e i d u n g  

d e s   O f e n s   e i n   g r o s s f l ä c h i g e r   W ä r m e t a u s c h e r   a u s g e b i l d e t   i s t ,  

und  d i e   A u s s e n b e k l e i d u n g   a u s   M o d u l e l e m e n t e n   z u s a m m e n g e s e t z t  

i s t .   D i e   g r ö s s t e   B e d e u t u n g   d i e s e r   L ö s u n g   b e s t e h t   d a r i n ,   d a s s  

d e r   L u f t z u g   w e g e n   d e r   d i e   K e r n s t r u k t u r   d i c h t   u m s c h l i e s s e n -  

den   I s o l i e r s c h i c h t   d e n  H e i z k ö r p e r ,   d.   h.  d i e   H e i z s p i r a l e  



als  100  nm  bei  einem  M i t t e l w e r t   im  Bereich  von  etwa  7  bis  20  nm.  Zur  

Vermeidung  e i n e r   V e r u n r e i n i g u n g   des  G e t t e r w e r k s t o f f s   durch  d e n  

K l e b s t o f f   4  oder  dessen  L ö s u n g s m i t t e l   i s t   zwischen  die  G e t t e r p i l l e   1 

und  den  K l e b s t o f f   4  eine  als   D i f f u s i o n s b a r r i e r e   wirkende  Sch ich t   2 

aus  Wasse rg las   (z.B.  Na2SiO3  oder  K2Si03)  e i n g e f ü g t .   Diese  Sch i ch t   2 

kann  auch,  wie  in  Figur   1  g e z e i g t ,   an  den  S e i t e n f l ä c h e n   der  G e t t e r p i l l e  

1  vo rgesehen   s e in ,   so  daß  nur  die  der  Schaltkammer  zugewandte  O b e r -  

f l ä c h e   la  der  G e t t e r p i l l e   1  a ls   a k t i v e   Fläche  f r e i  i s t .  

Vorzugsweise   i s t   der  die  Schaltkammer  b i ldende   Innenraum  des  R e l a i s  

mit  einem  Schutzgas   von  d e r a r t i g e m   F e u c h t i g k e i t s g e h a l t   g e f ü l l t ,  

daß  s ich  durch  Einwirkung  des  G e t t e r s t o f f e s   eine  r e l a t i v e   L u f t -  

f e u c h t i g k e i t   von  n i ch t   weniger   als   5%  und  n i c h t   mehr  a ls   40%  e i n s t e l l t .  

H ie rbe i   s o rg t   der  G e t t e r s t o f f   durch  Adsorp t ion   von  H20-Molekü len ,  
die  bei  e ine r   h e r m e t i s c h e n   Abdichtung  der  Schaltkammer  von  der  Umge- 

bung  n a c h d i f f u n d i e r e n   können,  für  eine  g l e i c h b l e i b e n d e   F e u c h t i g k e i t  

d e s  S c h u t z g a s e s .   Dies  e r m ö g l i c h t   eine  k o n s t a n t e   S p a n n u n g s f e s t i g k e i t  

b e z ü g l i c h   der  K o n t a k t e .  

Der  G e t t e r s t o f f   i s t   b evo rzug t   in  einem  S i n t e r v e r f a h r e n   h e r g e s t e l l t .  

Das  für  die  Formgebung  e r f o r d e r l i c h e   B i n d e m i t t e l   verdampf t   dabei   während 

des  S i n t e r n s .   Durch  Wahl  des  B i n d e m i t t e l s ,   des  Druckes  bei  der  Form- 

gebung,  der  S i n t e r t e m p e r a t u r   und  der  S i n t e r d a u e r   i s t   dabei   die  a n g e -  
s t r e b t e   Porengröße   e r r e i c h b a r .  

Die  B e f e s t i g u n g   der  G e t t e r p i l l e   1  an  der  m e t a l l i s c h e n   Gehäusekappe  17 

bewi rk t ,   daß  zwischen  den  Kontakten  und  dem  G e t t e r s t o f f   ein  d e r a r t i g e s  

T e m p e r a t u r g e f ä l l e   b e s t e h t ,   daß  der  G e t t e r s t o f f   in  der  Regel  küh l e r   i s t  

als  die  Kontak te .   Dadurch  wird  der  N i e d e r s c h l a g   s c h ä d l i c h e r   S u b s t a n z e n  

auf  der  G e t t e r p i l l e   1  b e g ü n s t i g t .  

In  der  Regel  i s t   das  Re l a i s   durch  den  an  Spule  und  Kontakten   s t a t t -  

f indenden   Energ ieumsa tz   wärmer  als  die  Umgebung,  so  daß  Wärme  ü b e r  

das  Gehäuse  abgegeben  wird.  Die  h ie r   s t a t t f i n d e n d e   Abkühlung  d e s  

Gehäuses  e r n i e d r i g t   g l e i c h z e i t i g   das  Tempera turn iveau   des  G e t t e r -  

s t o f f e s ,   was  dessen  Ge t t e rwi rkung   b e g ü n s t i g t .  

Ferner   i s t   die  räumliche   Größe des   G e t t e r s t o f f e s   unter   B e r ü c k s i c h t i g u n g  



s e i n e r   G e t t e r w i r k u n g   und  des  Volumens  der  Schal tkammer  so  g e w ä h l t ,  

daß  e ine  nennenswer t e   Druckabsenkung  in  der  Schaltkammer  a u s g e -  

s c h l o s s e n   i s t .   Damit  kann  neben  der  G e t t e r w i r k u n g   a u c h . k o n s t a n t e  

S p a n n u n g s f e s t i g k e i t   l a n g f r i s t i g   g e w ä h r l e i s t e t   w e r d e n .  

Damit  der  G e t t e r s t o f f   s e ine   Wirkung  e n t f a l t e n   kann,  i s t   der  G e t t e r -  

s t o f f   v o r z u g s w e i s e   bei  e i n e r   Tempera tur   von  m i n d e s t e n s  1 0 0 ° C   und 

einem  U n t e r d r u c k   von  ca:  1 0   bar  a k t i v i e r b a r .   H ie rdu rch   werden  i n  

den  P o r e n  g e b u n d e n e   Gase  a ls   auch  k r i s t a l l i n   gebundenes  H20  f r e i -  

g e s e t z t .  

Im  Rahmen  e i n e r   r a t i o n e l l e n   F e r t i g u n g   wird  gemäß  F i g u r   2(a)  v o r z u g s -  

weise  von  e i n e r   P l a t t e   5  aus  G e t t e r s t o f f   ausgegangen ,   die  mit  o r t h o -  

gonal   zu  e i n a n d e r   v e r l a u f e n d e n   r i n n e n a r t i g e n   V e r t i e f u n g e n   6  d e r a r t  

v e r s e h e n   i s t ,   daß  d i e s e   V e r t i e f u n g e n   6  S o l l b r u c h s t e l l e n   z u r  S c h a f f u n g  

e i n z e l n e r  G e t t e r p i l l e n   1  ( F i g u r  2 ( b )  )   b i l d e n .   Die  e i n z e l n e n   G e t t e r -  

p i l l e n   1  werden  sodann  gemäß  F igur   2(c)  an  e i n e r   i h r e r   beiden  g r ö ß t e n  

F lächen ,   g e g e b e n e n f a l l s   gemäß  F igur   2(d)  auch  an  den  v i e r   S e i t e n -  

f l ä c h e n   mit  e i n e r   Sch i ch t   2  aus  Wasse rg l a s   übe rzogen .   A n s c h l i e ß e n d  

wird  die   mit  der  W a s s e r g l a s - S c h i c h t   2  überzogene   größe  Fläche  d e r  

G e t t e r p i l l e   1  gemäß  F igur   2(e)  mit  K l e b s t o f f  4   b e s c h i c h t e t ,   der  z u r  

B e f e s t i g u n g   der  G e t t e r p i l l e   an  e i n e r   Wand  oder  einem  s o n s t i g e n  

S t r u k t u r e l e m e n t   der  Schal tkammer  d i e n t .  



1.  Von  der  Umgebung  a b g e d i c h t e t e   Scha l tkammer ,   in  der  e l e k t r i s c h e  

Kontakte   sowie  wen igs t ens   ein  p o r ö s e r   G e t t e r   u n t e r g e b r a c h t   sind,  wobei  

als   G e t t e r s t o f f   eine  Substanz  ve rwende t   i s t ,   die  b e z ü g l i c h   S t o f f e n ,  

die  auf  den  Kontakten   F r e m d s c h i c h t e n   b i l d e n ,   a d s o r p t i v   w i r k t ,  

dadurch  g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  n  e  t   d a ß   die  Poren  des  G e t t e r -  

s t o f f e s   übe rwiegend   größer   i s t   a ls   3  nm  und  k l e i n e r   a ls   100  nm  s i n d  

und  daß  der  M i t t e l w e r t   der  P o r e n d u r c h m e s s e r   im  Bere ich   von  etwa 

7  -   20  nm  l i e g t .  

2.  Schal tkammer  nach  Anspruch  1,  dadurch   g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  n  e  t  ,  

daß  s ie   mit   einem  Schutzgas   von  d e r a r t i g e m   F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  

g e f ü l l t   wird,   daß  sich  durch  Einwirkung  des  G e t t e r s t o f f e s   eine  r e l a -  

t i ve   L u f t f e u c h t i g k e i t   von  n i c h t   weniger   a ls   5%  und  n i c h t   mehr  a l s  

40%  e i n s t e l l t .  

3.  Schal tkammer  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  -  

n  e  t   ,  daß   der  G e t t e r s t o f f   im  w e s e n t l i c h e n   aus  mit   o rgan i schem 

B i n d e m i t t e l   v e r s e t z t e m   Aluminiumoxid  (Al2O3)  b e s t e h t .  

4.  Schal tkammer  nach  Anspruch  1  b is   3,  dadurch  g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  -  

n  e  t   ,  daß   der  Get te r   (1)  un t e r   Einfügung  e ine r   a ls   D i f f u s i o n s -  

b a r r i e r e   wirkenden  Schicht   (2)  aus  Wasse rg la s   (z.B.  Na2SiO3,  K2SiO3) 

an  der  Innenwand  der  Schaltkammer  a n g e k l e b t   i s t .  

5.  Schaltkammer  nach  Anspruch  1  bis   4,  dadurch  g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  -  

n  e  t   d a ß   zwischen  den  Kontak ten   und  dem  G e t t e r s t o f f   e i n  



T e m p e r a t u r g e f ä l l e   b e s t e h t ,   d e r a r t ,   daß  der   G e t t e r s t o f f   in  der  R e g e l  

küh le r   a ls   d ie   Kontakte   i s t .  

6.  Schal tkammer  nach  einem  der  v o r h e r g e h e n d e n   Ansprüche,   d a d u r c h  

g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  n  e  t   d a ß   sie  w e n i g s t e n s   e inen  W a n d a b s c h n i t t  

b e s i t z t ,  d e r   durch  die  I n n e n s e i t e   e i n e r   m e t a l l i s c h e n   Gehäusekappe  

(17)  g e b i l d e t   i s t ,   und  daß  der  G e t t e r   (1)  an  diesem  m e t a l l i s c h e n  

W a n d a b s c h n i t t   f i x i e r t . i s t .  

7.  Schal tkammer  nach  einem  der  v o r h e r g e h e n d e n   Ansprüche,   d a d u r c h  

g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  n  e  t   d a ß   der  G e t t e r s t o f f   p l a t t e n f ö r m i g  

(5)  und  d e r a r t   mit  o r t h o g o n a l   z u e i n a n d e r   v e r l a u f e n d e n   r i n n e n a r t i g e n  

V e r t i e f u n g e n   (6)  ve r sehen   i s t ,   daß  d i e s e   V e r t i e f u n g e n   S o l l b r u c h -  

s t e l l e n  z u r   S c h a f f u n g  m e h r e r e r   G e t t e r p i l l e n   (1)  d a r s t e l l e n .  

8.  Schal tkammer  nach  einem  der  v o r h e r g e h e n d e n   Ansprüche,   d a d u r c h  

g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  n  e  t   d a ß   die  r äuml i che   Größe  des  G e t t e r s  

un t e r   B e r ü c k s i c h t i g u n g   s e i n e r   G e t t e r w i r k u n g   und  des  Volumens  d e r  

Schal tkammer  so  gewähl t   i s t ,   daß  eine  nennenswer te   D r u c k a b s e n k u n g  

in  der  Schal tkammer  a u s g e s c h l o s s e n   i s t .  

9.  Schal tkammer  nach  einem  der  v o r h e r g e h e n d e n   Ansprüche,   d a d u r c h  

g  e  k  e  n  n  z  e  i  c  h  n  e  t   d a ß   der  G e t t e r s t o f f   bei  e i n e r  

Tempera tur   von  mindes tens   100°C  und  einem  Unte rdruck   von  ca.  10-8 

bar  a k t i v i e r b a r   i s t .  
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